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研究成果の概要（和文）：本研究では、電極化した後の仕事関数を制御できる、有機半導体デバイス高性能化の
ための新しい銀ナノ粒子インクを開発することを目的とする。銀ナノ粒子を被覆する有機保護分子に極性の大き
い有機分子を意図的に導入し、焼成後もその分子だけを電極内に残存させることで、印刷された銀ナノ粒子電極
の仕事関数を制御する。仕事関数制御によって、有機半導体とのエネルギー障壁を低減することができ、最終的
には、有機トランジスタの低電圧動作や集積回路における寄生抵抗低減などデバイス高性能化につなげる。

研究成果の概要（英文）：In this research, we have developed new silver nanoparticle ink, which can 
control the work function after electrode fabrication, for high performance organic semiconductor 
device. By intentionally introducing a large polar organic molecule on the silver nanoparticle 
surface as the organic protective molecule, the work function of the printed silver nanoparticle 
electrode can be controlled by the electrode sintering. The controlled work function can reduce 
energy barriers with organic semiconductors and printed electrode, lead to higher device performance
 such as low voltage operation of organic transistors and reduced parasitic resistance in integrated
 circuits.

研究分野： 有機半導体デバイス

キーワード： 有機トランジスタ　銀ナノ粒子インク　仕事関数　電荷注入障壁
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子インクについてトランジスタ特性を比較
した。通常のインクを用いた場合、0.03cm2/Vs
の移動度が得られたのに対して、仕事関数制
御を導入した新しい銀ナノ粒子インクでは、
0.08cm2/Vs 程度の移動度が得られ、やや特性
改善する傾向が得られた。しかしながら、通
常のインクを用いて電極を SAM処理した場合
には、0.5cm2/Vs 以上の移動度が得られてお
り、本事業で開発したインクを用いた有機ト
ランジスタの特性は不十分であることが分
かった。今後改善を試みる予定である。 
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